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【はじめに】 
我々の研究グループでは、GaN ナノワイヤ(NW)を利用した Core-Shell 構造の LED や LD

といった発光素子の開発を目的として研究を行っている。NW を用いた発光素子は、NW の
特性である無転位な結晶が得られることや、ｍ面の利用などによりさらなる高効率化が期
待されている。 

 NW を用いた高効率な発光素子の実現には、核(Core)となる n-GaN NW がウェハ面内で
均一に成長されていることが非常に重要である。そのためには再現性の高い成長条件を確
立する必要がある。今回、NW 成長の初期状態を安定化させるため結晶核を導入し、その後
成長条件を変化させ成長させた n-GaN NW について報告する。 

【実験方法】 

 周期 800nm,ホール径 200nm の三角格子配列ホールパターニングが施された Al0.03Ga0.97N

テンプレート基板上に MOVPE 法を用いて成長させている。まず、連続供給法で結晶核を
成長させ、その後、交互供給法を用いて NW の成長を行った。NW の形状や結晶の面内均
一性を評価した。評価方法は SEM により行った。 

【結果と考察】 

 Fig.1(a)に結晶核を使用せず成長させた NW、(b)に結晶核を使用して成長させた NW を示
す。結晶核を用いることによりが 2～3 割程度減少した。Fig2 は各結果のアスペクト比示し
ている。結晶核を使用し成長温度を向上させた NW はアスペクト比の向上している。よっ
て、結晶核を用いることで成長温度を向上することにより、横方法成長が抑制され島状成
長が減少、アスペクト比が向上したと考えられる。詳細な条件は当日に述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (a)成長核なし  (b)成長核あり 
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Figure 1 成長させた NW Figure 2 アスペクト比の比較 
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